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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】絶縁層の表面に接続パッドが形成された回路基
板の表面にレジスト層を形成し、レジスト層の一部を薄
膜化するために使用するレジスト層の薄膜化装置におい
て、レジスト層の薄膜化される厚みが大きい場合にも、
接続パッド表面にレジスト層の残渣が発生し難いレジス
ト層の薄膜化装置を提供する。
【解決手段】絶縁層の表面に接続パッドが形成された回
路基板の表面にレジスト層を形成し、レジスト層から接
続パッドの一部を露出させるために、レジスト層の少な
くとも一部を薄膜化するために使用するレジスト層の薄
膜化装置において、薄膜化処理液によってレジスト層中
の成分をミセル化させる薄膜化処理ユニット（Ａ）とミ
セル除去液によってミセルを除去するミセル除去処理ユ
ニット（Ｂ）とを備えてなり、ユニット（Ａ）とユニッ
ト（Ｂ）とが少なくとも２組以上繰り返し連続して配置
されている。
【選択図】図１
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　絶縁層の表面に接続パッドが形成された回路基板の表面にレジスト層を形成し、レジス
ト層から接続パッドの一部を露出させるために、レジスト層の少なくとも一部を薄膜化す
るために使用するレジスト層の薄膜化装置において、
　下記に示すユニット（Ａ）とユニット（Ｂ）とを備えてなり、
　ユニット（Ａ）とユニット（Ｂ）とが少なくとも２組以上繰り返し連続して配置されて
いることを特徴とするレジスト層の薄膜化装置。
ユニット（Ａ）：薄膜化処理液によってレジスト層中の成分をミセル化させる薄膜化処理
ユニット。
ユニット（Ｂ）：ミセル除去液によってミセルを除去するミセル除去処理ユニット。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、レジスト層の薄膜化装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　各種電気機器内部のプリント配線板（ｐｒｉｎｔｅｄ　ｗｉｒｉｎｇ　ｂｏａｒｄ、Ｐ
ＷＢ）は、その片表面又は両表面に、絶縁層と、絶縁層の表面に形成された導体配線とを
有する回路基板を有している。また、プリント配線板の回路基板表面には、半田付け（ｓ
ｏｌｄｅｒｉｎｇ）不要な導体配線に半田（ｓｏｌｄｅｒ）が付着しないようにするため
に、半田付けされない部分全面にソルダーレジスト（ｓｏｌｄｅｒ　ｒｅｓｉｓｔ）から
なるレジスト層が形成されている。このレジスト層は、導体配線の酸化防止、電気絶縁及
び外部環境からの保護という役割を果たしている。
【０００３】
　また、プリント配線板上に半導体チップ等の電子部品を搭載する場合、プリント配線板
の表面には、半導体チップ、他のプリント配線板等の電子部品と接続するための多数の「
接続パッド」が形成されている。接続パッドは、回路基板表面の導体配線の全体又は一部
をレジスト層から露出させることによって作製されている。近年、この接続パッドの高密
度化が進んでおり、配置される接続パッド同士のピッチが狭くなっていて、例えば５０μ
ｍ以下の狭ピッチもある。
【０００４】
　高密度に配置された接続パッドに電子部品を搭載する方法として、フリップチップ（ｆ
ｌｉｐ　ｃｈｉｐ）接続による方法が挙げられる。フリップチップ接続とは、プリント配
線板上に設けた電子部品接続用接続パッドの一部を電子部品の電極端子の配置に対応した
並びに露出させ、この電子部品接続用接続パッドの露出部と電子部品の電極端子とを対向
させ、半田バンプを介して電気的に接続することをいう。
【０００５】
　接続パッドには、レジスト層を部分的に除去し、接続パッド表面の全体又は一部を露出
させているＳＭＤ（Ｓｏｌｄｅｒ　Ｍａｓｋ　Ｄｅｆｉｎｅｄ）構造と、レジスト層を部
分的に除去し、接続パッドを完全に露出させているＮＳＭＤ（Ｎｏｎ　Ｓｏｌｄｅｒ　Ｍ
ａｓｋ　Ｄｅｆｉｎｅｄ）構造がある。
【０００６】
　図５ａは、ＳＭＤ構造を有するプリント配線板の一例を示す概略断面図である。絶縁層
１０４表面に導体配線１０７と導体配線の一部である接続パッド１０３が設けられた回路
基板１０１表面にレジスト層１０２が形成されている。接続パッド１０３はその周辺近傍
がレジスト層１０２によって被覆されている。そのため、機械的衝撃による接続パッド１
０３の剥れや接続パッド１０３からの引き出し配線におけるネック部の断線が起こりにく
いという利点がある。その反面、電子部品の電極端子とこれに対応する接続パッド１０３
との電気的な接続を確実に固定するために、接続パッド１０３の露出面に形成する接合部
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に必要な半田量を確保する必要があり、接続パッド１０３が大型化してしまうため、電子
部品の小型化及び高性能化に伴う接続パッド１０３の高密度化の要求に対応することが難
しくなってきている。
【０００７】
　図５ｂは、ＮＳＭＤ構造を有するプリント配線板の一例を示す概略断面図である。絶縁
層１０４表面に導体配線１０７と導体配線の一部である接続パッド１０３が設けられた回
路基板１０１表面にレジスト層１０２が形成されている。レジスト層１０２の同一開口内
に複数の接続パッド１０３が配置されていて、これらの接続パッド１０３はレジスト層１
０２から露出している。ＮＳＭＤ構造では、接続パッド１０３は、その周辺近傍のレジス
ト層１０２が完全に除去され、接続パッド１０３の側面が完全に露出している。そのため
、ＳＭＤ構造と比較して、小さな接続パッド１０３でも接続パッド１０３と半田との接着
強度を確保することができる。その反面、接続パッド１０３の側面が完全に露出すること
によって、接続パッド１０３と絶縁層１０４との間の接着強度が低下するおそれがある。
また、狭ピッチで配置した接続パッド１０３では、後工程における無電解ニッケル／金め
っきで、接続パッド１０３間で短絡が発生する場合や、接続パッド１０３上に半田バンプ
を配設しようとすると、溶融した半田が隣接する接続パッド１０３にまで流出し、接続パ
ッド１０３間で短絡する場合がある。
【０００８】
　これらのＳＭＤ構造やＮＭＳＤ構造における問題を解決したプリント配線板として、接
続パッドの上表面は完全に露出しているが、接続パッド側面は完全に露出していない構造
（図６ａ）、接続パッドの上表面は完全に露出しているが、接続パッドの側面は、一部が
レジスト層から露出している構造（図６ｂ）を持つプリント配線板が提案されている。こ
のような接続パッドの構造におけるレジスト層は、絶縁層１０４表面に導体配線１０７と
導体配線の一部である接続パッド１０３が設けられた回路基板１０１表面に上にソルダー
レジストからなるレジスト層を形成した後、レジスト層を薄膜化する薄膜化工程を行う方
法によって形成することができる。また、レジスト層に薄膜化しない部分がある場合、レ
ジスト層に段差を設ける場合等においては、薄膜化工程の前後にパターン露光工程を行う
。また、パターン露光工程と薄膜化工程を繰り返すことによって、図７ａや図７ｂに示し
た構造を有するプリント配線板を製造することもできる（例えば、特許文献１～３参照）
。
【０００９】
　薄膜化工程に使用するレジスト層の薄膜化装置として、薄膜化処理ユニット、ミセル除
去処理ユニット、水洗処理ユニット、乾燥処理ユニットの四つの処理ユニットを少なくと
も含むレジスト層の薄膜化装置が開示されている（例えば、特許文献４参照）。薄膜化処
理ユニットは、薄膜化処理液によってレジスト層中の成分をミセル化させるユニットであ
る。より具体的には、レジスト層が形成された処理用基板を高濃度のアルカリ水溶液（薄
膜化処理液）に浸漬（ディップ、ｄｉｐ）してレジスト層の成分のミセル（ｍｉｃｅｌｌ
ｅ）を一旦不溶化し、薄膜化処理液中に溶解拡散し難くするユニットである。ミセル除去
処理ユニットは、ミセル除去液によってミセルを除去するユニットである。より具体的に
は、ミセル除去液スプレーが処理用基板に供給され、一挙にミセルを溶解除去するユニッ
トである。水洗処理ユニットは、処理用基板表面を水で洗浄するユニットである。乾燥処
理ユニットは、処理用基板を乾燥して、水洗水を除去するユニットである。
【００１０】
　特許文献４で開示されている薄膜化装置の一部である薄膜化処理ユニット１１とミセル
除去処理ユニット１２について、図４に示した概略断面図を用いて説明する。薄膜化処理
ユニット１１では、投入口７から処理用基板３が投入される。処理用基板３表面にはレジ
スト層が形成されている。処理用基板３は、ディップ槽の入口ロール対（「入口ロール対
」と略記する場合がある）４からディップ槽２中へと搬送される。そして、ディップ槽の
搬送ロール８によって、薄膜化処理液１に浸漬した状態でディップ槽２内を搬送され、レ
ジスト層の薄膜化処理が行われる。その後に、処理用基板３は、ミセル除去処理ユニット
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１２に搬送される。ミセル除去処理ユニット１２では、ミセル除去処理ユニットの搬送ロ
ール９によって搬送されてきた処理用基板３に対し、ミセル除去液供給管２０を通じてミ
セル除去液用ノズル２１からミセル除去液スプレー２２が供給される。薄膜化処理ユニッ
ト１１内部のディップ槽２において、高濃度のアルカリ水溶液である薄膜化処理液１によ
って、処理用基板３のレジスト層中の成分がミセル化されていて、このミセルは薄膜化処
理液１に対して一旦不溶化されている。その後、ミセル除去液スプレー２２によってミセ
ルが除去されることで、レジスト層が薄膜化される。
【００１１】
　図４に示した薄膜化装置では、レジスト層の薄膜化される厚みが大きい場合、例えば、
レジスト層の薄膜化される厚みが３０μｍ以上である場合や、レジスト層の薄膜化速度が
遅い場合は、薄膜化処理液１との接液時間を長くするために、搬送速度を遅くする必要や
、薄膜化処理ユニット１１のディップ槽２を長くする必要がある。このため、生産性が著
しく低下する問題や、装置が大きくなって、広い設置スペースが必要になるといった問題
があった。
【００１２】
　また、ミセル除去処理は、ミセル除去液スプレー２２によって一挙にミセルを溶解除去
することが重要であるが、レジスト層の薄膜化される厚みが大きいと、ミセル除去処理中
、レジスト層の厚み方向において、上層と下層の間で、レジスト層に含まれている薄膜化
処理液１の濃度分布が発生しやすくなる。そして、下層になるほど、ミセルの溶解除去性
能が低下する傾向があり、ミセル除去液１０へのミセルの分散不良を引き起こし、接続パ
ッド１０３表面にレジスト層の残渣が発生する場合があった。接続パッド１０３表面に残
渣がある場合、接続パッド１０３上に配設した半田バンプ（ｓｏｌｄｅｒ　ｂｕｍｐ）と
半導体チップの電極端子とを接合する際に、接続パッドと半田バンプの間で接続不良が発
生するという問題があった。
【００１３】
　さらに、薄膜化される領域以外の部分（薄膜化しない部分）を露光した後にレジスト層
を薄膜化する場合、高濃度のアルカリ水溶液である薄膜化処理液１との接液時間が極端に
長くなると、露光部のレジスト層が膨潤し、解像不良や密着不良の問題が発生する場合が
あった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１４】
【特許文献１】特開２０１１－１９２６９２号公報
【特許文献２】国際公開第２０１２／０４３２０１号パンフレット
【特許文献３】国際公開第２０１４／１８８９４５号パンフレット
【特許文献４】特開２０１２－２７２９９号公報
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【００１５】
　本考案の課題は、絶縁層の表面に接続パッドが形成された回路基板の表面にレジスト層
を形成し、レジスト層の一部を薄膜化するために使用するレジスト層の薄膜化装置におい
て、レジスト層の薄膜化される厚みが大きい場合にも、接続パッド表面にレジスト層の残
渣が発生し難いレジスト層の薄膜化装置を提供することである。
【００１６】
　また、薄膜化される領域以外の部分を露光した後にレジスト層を薄膜化する場合でも、
露光部のレジスト層に膨潤による解像不良や密着不良が起こらないレジスト層の薄膜化装
置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　本考案者らは、下記考案によって、これらの課題を解決できることを見出した。
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【００１８】
　絶縁層の表面に接続パッドが形成された回路基板の表面にレジスト層を形成し、レジス
ト層から接続パッドの一部を露出させるために、レジスト層の少なくとも一部を薄膜化す
るために使用するレジスト層の薄膜化装置において、
　下記に示すユニット（Ａ）とユニット（Ｂ）とを備えてなり、
　ユニット（Ａ）とユニット（Ｂ）とが少なくとも２組以上繰り返し連続して配置されて
いることを特徴とするレジスト層の薄膜化装置。
ユニット（Ａ）：薄膜化処理液によってレジスト層中の成分をミセル化させる薄膜化処理
ユニット。
ユニット（Ｂ）：ミセル除去液によってミセルを除去するミセル除去処理ユニット。
【考案の効果】
【００１９】
　本考案によれば、絶縁層の表面に接続パッドが形成された回路基板の表面にレジスト層
を形成し、レジスト層から接続パッドの一部を露出させるために、レジスト層の少なくと
も一部を薄膜化するために使用するレジスト層の薄膜化装置において、レジスト層の薄膜
化される厚みが大きい場合にも、接続パッド表面にレジスト層の残渣の発生がないレジス
ト層の薄膜化装置を提供することができる。
【００２０】
　また、薄膜化される領域以外の部分を露光した後にレジスト層を薄膜化する場合でも、
露光部のレジスト層に膨潤による解像不良や密着不良が起こらないレジスト層の薄膜化装
置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】レジスト層の薄膜化装置において、ユニット（Ａ）とユニット（Ｂ）の配置の一
例を示す模式図である。
【図２】本考案のレジスト層の薄膜化装置の一部を示す概略断面図である。
【図３】薄膜化処理液とレジスト層との接液時間と、レジスト層への薄膜化処理液の浸透
量の関係の一例を示す図である。
【図４】従来技術によるレジスト層の薄膜化装置の一部を示す概略断面図である。
【図５】プリント配線板の一例を示す概略断面図である。
【図６】プリント配線板の一例を示す概略断面図である。
【図７】プリント配線板の一例を示す概略断面図である。
【考案を実施するための形態】
【００２２】
　本考案のレジスト層の薄膜化装置は、絶縁層の表面に接続パッドが形成された回路基板
の表面にレジスト層を形成し、レジスト層から接続パッドの一部を露出させるために、レ
ジスト層の少なくとも一部を薄膜化するために使用する。そして、ユニット（Ａ）とユニ
ット（Ｂ）とを備えてなり、ユニット（Ａ）とユニット（Ｂ）とが少なくとも２組以上繰
り返し連続して配置されていることを特徴としている。
【００２３】
＜薄膜化工程＞
　レジスト層を薄膜化する薄膜化工程とは、薄膜化処理、ミセル除去処理を含む工程であ
る。薄膜化処理とは、薄膜化処理液によってレジスト層中の成分をミセル化させ、このミ
セルを一旦薄膜化処理液に対して不溶化し、薄膜化処理液中に溶解拡散し難くする処理で
ある。ミセル除去処理とは、ミセル除去液によってミセルを除去する処理である。より具
体的には、ミセル除去液スプレーによって、一挙にミセルを溶解除去する処理である。
ユニット（Ａ）は、薄膜化処理液によってレジスト層中の成分をミセル化させるユニット
であり、ユニット（Ｂ）は、ミセル除去液によってミセルを除去するユニットである。本
考案のレジスト層の薄膜化装置は、ユニット（Ａ）とユニット（Ｂ）とを備えてなり、ユ
ニット（Ａ）とユニット（Ｂ）とが少なくとも２組以上繰り返し連続して配置されている
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ことを特徴としている。そのため、本考案のレジスト層の薄膜化装置を用いた薄膜化工程
では、薄膜化処理とミセル除去処理とが少なくとも２回以上繰り返し連続して行われる。
最後のミセル除去処理の後に、水洗処理、乾燥処理をこの順で行ってもよい。水洗処理は
、処理用基板表面を水で洗浄する処理であり、ミセル除去処理で除去しきれなかったレジ
スト層表面のミセルや残存している薄膜化処理液及びミセル除去液を水によって洗い流す
ことができる処理である。また、乾燥処理は、処理用基板を乾燥して、水洗水を除去する
処理である。
【００２４】
　レジスト層の薄膜化処理は、レジスト層が形成された処理用基板を薄膜化処理液に浸漬
させることによって行われる処理である。浸漬処理以外の処理方法（例えば、パドル（ｐ
ａｄｄｌｅ）処理、スプレー（ｓｐｒａｙ）処理、ブラッシング（ｂｒｕｓｈｉｎｇ）、
スクレーピング（ｓｃｒａｐｉｎｇ）等）は、薄膜化処理液中に気泡が発生しやすく、そ
の発生した気泡がレジスト層表面に付着して、膜厚が不均一となる場合があるため、浸漬
処理が好ましい。
【００２５】
　ミセル除去処理は、ミセル除去液スプレーが処理用基板に供給されることによって行わ
れる処理である。薄膜化処理液によって一旦不溶化されたミセルを一挙に溶解除去するこ
とが重要であり、溶解除去に要する時間は短ければ短いほど好ましい。スプレー処理以外
の方法では、不溶化ミセルの溶解除去に時間がかかる場合があり、処理されるレジスト層
の膜厚が不均一となる場合があるため、スプレー処理が好ましい。
【００２６】
　レジスト層の薄膜化される厚み（薄膜化量）は、０．０１～５００μｍの範囲で自由に
調整することができる。本考案のレジスト層の薄膜化装置を用いた薄膜化工程では、薄膜
化処理とミセル除去処理とが少なくとも２回以上繰り返し連続して行われるが、１回あた
りの薄膜化量は同じであってもよいし、違っていてもよい。
【００２７】
＜レジスト＞
　レジストとしては、アルカリ現像型ソルダーレジストが使用できる。レジストは、液状
レジスト（ｌｉｑｕｉｄ　ｒｅｓｉｓｔ）であってもよく、ドライフィルムレジスト（ｄ
ｒｙ　ｆｉｌｍ　ｒｅｓｉｓｔ）であってもよい。液状レジストは、１液性であってもよ
く、２液性であってもよい。レジストとしては、高濃度のアルカリ水溶液（薄膜化処理液
）を用いた薄膜化工程によって薄膜化でき、かつ、薄膜化処理液よりも低濃度のアルカリ
水溶液である現像液によって現像できるレジストであればいかなるものでも使用できる。
アルカリ現像型ソルダーレジストは、光架橋性樹脂成分を含み、例えば、アルカリ可溶性
樹脂、光重合性化合物（単官能モノマー、多官能モノマー）、光重合開始剤等を含んでな
る。また、エポキシ（ｅｐｏｘｙ）系樹脂、熱硬化剤、無機フィラー等を含んでいてもよ
い。
【００２８】
　アルカリ可溶性樹脂としては、例えば、アクリル（ａｃｒｙｌｉｃ）系樹脂、メタクリ
ル（ｍｅｔｈａｃｒｙｌｉｃ）系樹脂、スチレン（ｓｔｙｒｅｎｅ）系樹脂、エポキシ系
樹脂、ポリアミド（ｐｏｌｙａｍｉｄｅ）系樹脂、ポリアミドエポキシ（ｐｏｌｙａｍｉ
ｄｅ　ｅｐｏｘｙ）系樹脂、アルキド（ａｌｋｙｄ）系樹脂、フェノール（ｐｈｅｎｏｌ
）系樹脂の有機高分子が挙げられる。アルカリ可溶性樹脂としては、エチレン性不飽和二
重結合を有する単量体（重合性単量体）を重合（ラジカル重合等）して得られたものであ
ることが好ましい。これらのアルカリ水溶液に可溶な重合体は、単独で用いても、二種類
以上を組み合わせて用いてもよい。
【００２９】
　エチレン性不飽和二重結合を有する単量体としては、例えば、スチレン誘導体、アクリ
ルアミド（ａｃｒｙｌａｍｉｄｅ）、アクリロニトリル（ａｃｒｙｌｏｎｉｔｒｉｌｅ）
、ビニルアルコール（ｖｉｎｙｌ　ａｌｃｏｈｏｌ）のエステル類、（メタ）アクリル酸
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（（ｍｅｔｈ）ａｃｒｙｌｉｃ　ａｃｉｄ）、（メタ）アクリル酸エステル（（ｍｅｔｈ
）ａｃｒｙｌｉｃ　ｅｓｔｅｒ、（ｍｅｔｈ）ａｃｒｙｌａｔｅ）等の（メタ）アクリル
酸系単量体、マレイン酸（ｍａｌｅｉｃ　ａｃｉｄ）系単量体、フマル酸（ｆｕｍａｒｉ
ｃ　ａｃｉｄ）、ケイ皮酸（ｃｉｎｎａｍｉｃ　ａｃｉｄ）、α－シアノケイ皮酸（α－
ｃｙａｎｏｃｉｎｎａｍｉｃ　ａｃｉｄ）、イタコン酸（ｉｔａｃｏｎｉｃ　ａｃｉｄ）
、クロトン酸（ｃｒｏｔｏｎｉｃ　ａｃｉｄ）、プロピオール酸（ｐｒｏｐｉｏｌｉｃ　
ａｃｉｄ）等が挙げられる。
【００３０】
　光重合性化合物としては、例えば、多価アルコールにα，β－不飽和カルボン酸を反応
させて得られる化合物；ビスフェノールＡ（ｂｉｓｐｈｅｎｏｌ　Ａ）系（メタ）アクリ
レート（（ｍｅｔｈ）ａｃｒｙｌａｔｅ）化合物；グリシジル（ｇｌｙｃｉｄｙｌ）基含
有化合物にα，β－不飽和カルボン酸を反応させて得られる化合物；分子内にウレタン（
ｕｒｅｔｈａｎｅ）結合を有する（メタ）アクリレート化合物等のウレタンモノマー；γ
－クロロ－β－ヒドロキシプロピル－β′－（メタ）アクリロイルオキシエチル－ｏ－フ
タレート（γ－ｃｈｌｏｒｏ－β－ｈｙｄｒｏｘｙｐｒｏｐｙｌ－β′－（ｍｅｔｈ）ａ
ｃｒｙｌｏｙｌｏｘｙｅｔｈｙｌ－ｏ－ｐｈｔｈａｌａｔｅ）、β－ヒドロキシアルキル
－β′－（メタ）アクリロイルオキシアルキル－ｏ－フタレート（β－ｈｙｄｒｏｘｙａ
ｌｋｙｌ－β′－（ｍｅｔｈ）ａｃｒｙｌｏｙｌｏｘｙａｌｋｙｌ－ｏ－ｐｈｔｈａｌａ
ｔｅ）等のフタル酸系化合物；（メタ）アクリル酸アルキルエステル（ａｌｋｙｌ　（ｍ
ｅｔｈ）ａｃｒｙｌａｔｅ）；ノニルフェノキシポリエチレンオキシ（メタ）アクリレー
ト（ｎｏｎｙｌｐｈｅｎｏｘｙ　ｐｏｌｙｅｔｈｙｌｅｎｅｏｘｙ　（ｍｅｔｈ）ａｃｒ
ｙｌａｔｅ）等のＥＯ、ＰＯ変性ノニルフェニル（メタ）アクリレート等が挙げられる。
ここで、ＥＯ及びＰＯは、エチレンオキサイド（ｅｔｈｙｌｅｎｅ　ｏｘｉｄｅ）及びプ
ロピレンオキサイド（ｐｒｏｐｙｌｅｎｅ　ｏｘｉｄｅ）を示し、ＥＯ変性された化合物
は、エチレンオキサイド基のブロック構造を有するものであり、ＰＯ変性された化合物は
、プロピレンオキサイド基のブロック構造を有するものである。これらの光重合性化合物
は単独で用いてもよいし、２種類以上を組み合わせて用いてもよい。
【００３１】
　光重合開始剤としては、芳香族ケトン類、キノン（ｑｕｉｎｏｎｅ）類、ベンゾイン（
ｂｅｎｚｏｉｎ）化合物、２，４，５－トリアリールイミダゾール二量体（２，４，５－
ｔｒｉａｒｙｌ　ｉｍｉｄａｚｏｌｅ　ｄｉｍｅｒ）、アクリジン（ａｃｒｉｄｉｎｅ）
誘導体、Ｎ－フェニルグリシン（Ｎ－ｐｈｅｎｙｌｇｌｙｃｉｎｅ）誘導体、クマリン（
ｃｏｕｍａｒｉｎ）系化合物等が挙げられる。上記２，４，５－トリアリールイミダゾー
ル二量体における２つの２，４，５－トリアリールイミダゾールのアリール基の置換基は
、同一であって対称な化合物を与えてもよいし、相違して非対称な化合物を与えてもよい
。また、ジエチルチオキサントン（ｄｉｅｔｈｙｌｔｈｉｏｘａｎｔｏｎｅ）とジメチル
アミノ安息香酸（ｄｉｍｅｔｈｙｌａｍｉｎｏｂｅｎｚｏｉｃ　ａｃｉｄ）の組み合わせ
のように、チオキサントン（ｔｈｉｏｘａｎｔｏｎｅ）系化合物と３級アミン化合物とを
組み合わせてもよい。これらは単独で用いてもよいし、２種類以上を組み合わせて用いて
もよい。
【００３２】
　エポキシ樹脂は、硬化剤として用いられる場合がある。アルカリ可溶性樹脂のカルボン
酸と反応させることで架橋させ、耐熱性や耐薬品性の特性の向上を図っているが、カルボ
ン酸とエポキシは常温でも反応が進むために、保存安定性が悪く、アルカリ現像型ソルダ
ーレジストは一般的に使用前に混合する２液性の形態をとっている場合が多い。また、無
機フィラーを使用する場合もあり、例えば、タルク、硫酸バリウム、シリカ等が挙げられ
る。
【００３３】
　回路基板の表面にレジスト層を形成する方法は、いかなる方法でもよい。例えば、スク
リーン印刷（ｓｃｒｅｅｎ　ｐｒｉｎｔｉｎｇ）法、ロールコート（ｒｏｌｌ　ｃｏａｔ
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ｉｎｇ）法、スプレー（ｓｐｒａｙ　ｃｏａｔｉｎｇ）法、浸漬（ｄｉｐ）法、カーテン
コート（ｃｕｒｔａｉｎ　ｃｏａｔｉｎｇ）法、バーコート（ｂａｒ　ｃｏａｔｉｎｇ）
法、エアナイフ（ａｉｒ　ｋｎｉｆｅ　ｃｏａｔｉｎｇ）法、ホットメルト（ｈｏｔ－ｍ
ｅｌｔ　ｃｏａｔｉｎｇ）法、グラビアコート（ｇｒａｖｕｒｅ　ｃｏａｔｉｎｇ）法、
刷毛塗り（ｂｒｕｓｈ　ｃｏａｔｉｎｇ）法、オフセット印刷（ｏｆｆｓｅｔ　ｐｒｉｎ
ｔｉｎｇ）法が挙げられる。ドライフィルムレジストの場合は、ラミネート（ｌａｍｉｎ
ａｔｉｎｇ）法が好適に用いられる。
【００３４】
＜回路基板＞
　回路基板としては、プリント配線板用基板やリードフレーム（ｌｅａｄ　ｆｒａｍｅ）
用基板を加工して得られる回路基板が挙げられる。
【００３５】
　プリント配線板用基板としては、例えば、フレキシブル基板、リジッド基板が挙げられ
る。
【００３６】
　フレキシブル基板の絶縁層の厚さは５～１２５μｍで、その両面又は片面に１～３５μ
ｍの金属層が設けられて積層基板となっており、可撓性が大きい。絶縁層の材料には、通
常、ポリイミド（ｐｏｌｙｉｍｉｄｅ）、ポリアミド（ｐｏｌｙａｍｉｄｅ）、ポリフェ
ニレンサルファイド（ｐｏｌｙｐｈｅｎｙｌｅｎｅ　ｓｕｌｆｉｄｅ）、ポリエチレンテ
レフタレート（ｐｏｌｙｅｔｈｙｌｅｎｅ　ｔｅｒｅｐｈｔｈａｌａｔｅ）、液晶ポリマ
ー等が用いられる。絶縁層上に金属層を有する材料は、接着剤で貼り合わせる接着法、金
属箔上に樹脂液を塗布するキャスト（ｃａｓｔｉｎｇ）法、スパッタリング（ｓｐｕｔｔ
ｅｒｉｎｇ）や蒸着（ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）法で樹脂フィルム上に形成した厚さ数ｎｍ
の薄い導電層（シード層）の上に電解メッキで金属層を形成するスパッタ／メッキ（ｓｐ
ｕｔｔｅｒｉｎｇ／ｐｌａｔｉｎｇ）法、熱プレス（ｈｏｔ　ｐｒｅｓｓｉｎｇ）で貼り
付けるラミネート法等のいかなる方法で製造したものを用いてもよい。金属層の金属とし
ては、銅、アルミニウム、銀、ニッケル、クロム、あるいはそれらの合金等のいかなる金
属を用いることができるが、銅が一般的である。
【００３７】
　リジッド基板は、紙基材又はガラス基材にエポキシ樹脂又はフェノール樹脂等を浸漬さ
せた絶縁性基板を重ねて絶縁層とし、その片面もしくは両面に金属箔を載置し、加熱及び
加圧により積層し、金属層が設けられた積層基板が挙げられる。また、内層配線パターン
加工後、プリプレグ、金属箔等を積層して作製する多層用のシールド板、貫通孔や非貫通
孔を有する多層板も挙げられる。厚みは６０μｍ～３．２ｍｍであり、プリント配線板と
しての最終使用形態により、その材質と厚みが選定される。金属層の材料としては、銅、
アルミニウム、銀、金等が挙げられるが、銅が最も一般的である。これらプリント配線板
用基板の例は、「プリント回路技術便覧－第二版－」（（社）プリント回路学会編、１９
８７年刊、日刊工業新聞社発刊）や「多層プリント回路ハンドブック」（Ｊ．Ａ．スカー
レット（Ｓｃａｒｌｅｔｔ）編、１９９２年刊、（株）近代化学社発刊）に記載されてい
る。
【００３８】
　リードフレーム用基板としては、鉄ニッケル合金、銅系合金等の基板が挙げられる。
【００３９】
　回路基板とは、絶縁性基板上に半導体チップ等の電子部品を接続するための接続パッド
が形成された基板である。接続パッドは銅等の金属からなる。また、回路基板には、導体
配線が形成されていてもよい。回路基板を作製する方法は、例えばサブトラクティブ（ｓ
ｕｂｔｒａｃｔｉｖｅ）法、セミアディティブ（ｓｅｍｉ－ａｄｄｉｔｉｖｅ）法、アデ
ィティブ（ａｄｄｉｔｉｖｅ）法が挙げられる。サブトラクティブ法では、例えば、上記
のプリント配線板用基板に、レジスト層形成工程、露光工程、現像工程を行ってエッチン
グレジストパターンを形成し、続いて、エッチング工程、レジスト剥離工程を実施して回
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路基板が作製される。セミアディティブ法では、絶縁層の表面に無電解銅めっきにより電
解銅めっき用の下地金属層を設ける。次に、めっきレジストパターンを形成し、電解銅め
っき工程、レジスト剥離工程、フラッシュエッチング工程を実施して回路基板が作製され
る。
【００４０】
＜薄膜化装置＞
　本考案のレジスト層の薄膜化装置は、ユニット（Ａ）とユニット（Ｂ）とを備えてなり
、ユニット（Ａ）とユニット（Ｂ）とが少なくとも２組以上繰り返し連続して配置されて
いることを特徴としている。ユニット（Ａ）は、薄膜化処理液１によってレジスト層中の
成分をミセル化させる薄膜化処理ユニット１１であり、ユニット（Ｂ）は、ミセル除去液
によってミセルを除去するミセル除去処理ユニット１２である。図１は、レジスト層の薄
膜化装置において、ユニット（Ａ）とユニット（Ｂ）の配置の一例を示す模式図である。
本考案の薄膜化装置では、図１－ｂや図１－ｃのように、ユニット（Ａ）とユニット（Ｂ
）が２組以上繰り返し連続して配置されており、レジスト層の薄膜化処理（ミセル化処理
）とミセル除去処理（再分散）を繰り返し連続して行うことができる。
【００４１】
　ここで、レジスト層の薄膜化量は、ユニット（Ａ）においてミセル化されたレジスト層
の割合、すなわち、レジスト層への薄膜化処理液の浸透量によって決められる。ここで、
図３は、薄膜化処理液とレジスト層の接液時間と、レジスト層への薄膜化処理液の浸透量
の関係の一例を示す図である。Ｘ軸は薄膜化処理液とレジスト層の接液時間、Ｙ軸はレジ
スト層への薄膜化処理液の浸透量を表す。図３において、浸透量はレジスト層成分がミセ
ル化される薄膜化処理における処理初期（網部；領域（Ｚ））に特異的に大きく、その後
は接液時間とともに徐々に増加する傾向がある。本考案の薄膜化装置を用いた薄膜化工程
では、レジスト層のミセル化と再分散を繰り返し２回以上連続して行うことで、段階的に
レジスト層を薄膜化することが可能である。さらに、浸透量が大きい処理初期を積極的に
利用することで、ユニット（Ａ）とユニット（Ｂ）を１組のみ備えた薄膜化装置を用いた
薄膜化工程に比べ、短時間で効率良く、レジスト層を薄膜化させることができる。
【００４２】
　薄膜化処理を２回以上繰り返し連続して行うことによって、レジスト層の薄膜化される
厚みが大きい場合にも、レジスト層の厚み方向において、上層と下層の間で薄膜化処理液
の濃度分布は限りなく小さくなり、ミセルの溶解除去性能の低下による分散不良及び接続
パッド表面のレジスト層の残渣は発生し難くなる。
【００４３】
　また、ユニット（Ａ）とユニット（Ｂ）を１組のみ備えた薄膜化装置を用いた薄膜化工
程に比べ、短時間で所望の薄膜化量が得られることから、薄膜化される領域以外の部分を
露光した後にレジスト層を薄膜化する場合にも、露光部のレジスト層の膨潤を抑制するこ
とができる。
【００４４】
　図２は、本考案のレジスト層の薄膜化装置の一部を示す概略断面図である。ユニット（
Ａ－１）（薄膜化処理ユニット１１）では、レジスト層が形成された処理用基板３が投入
口７から投入され、ディップ槽の入口ロール対４によって、薄膜化処理液１が入ったディ
ップ槽２へと搬送され、ディップ槽の出口ロール対５を通過する。この間に、レジスト層
の成分は薄膜化処理液１によってミセル化され、このミセルが薄膜化処理液１に対して不
溶化される。
【００４５】
　薄膜化処理液１は、薄膜化処理液貯蔵タンク１３中の薄膜化処理液吸込口１４から薄膜
化処理液供給用ポンプ（図示せず）によって吸い込まれ、薄膜化処理液供給管１５を経て
ディップ槽２に供給される。ディップ槽２に供給された薄膜化処理液１は、オーバーフロ
ーし、薄膜化処理液回収管１６を通って薄膜化処理液貯蔵タンク１３に回収される。この
ようにして、薄膜化処理液１は、ディップ槽２と薄膜化処理貯蔵タンク１３との間を循環
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する。薄膜化処理液ドレン管１７からは、余剰分の薄膜化処理液１が排出される。
【００４６】
　本考案に係わる薄膜化処理液には、アルカリ水溶液を使用することができる。薄膜化処
理液のアルカリ性化合物としては、アルカリ金属ケイ酸塩（Ａｌｋａｌｉ　Ｍｅｔａｌ　
Ｓｉｌｉｃａｔｅ）、アルカリ金属水酸化物（Ａｌｋａｌｉ　Ｍｅｔａｌ　Ｈｙｄｒｏｘ
ｉｄｅ）、アルカリ金属リン酸塩（Ａｌｋａｌｉ　Ｍｅｔａｌ　Ｐｈｏｓｐｈａｔｅ）、
アルカリ金属炭酸塩（Ａｌｋａｌｉ　Ｍｅｔａｌ　Ｃａｒｂｏｎａｔｅ）、アンモニウム
リン酸塩（Ａｍｍｏｎｉｕｍ　Ｐｈｏｓｐｈａｔｅ）、アンモニウム炭酸塩（Ａｍｍｏｎ
ｉｕｍ　Ｃａｒｂｏｎａｔｅ）等の無機アルカリ性化合物；モノエタノールアミン（ｍｏ
ｎｏｅｔｈａｎｏｌａｍｉｎ）、ジエタノールアミン（ｄｉｅｔｈａｎｏｌａｍｉｎ）、
トリエタノールアミン（ｔｒｉｅｔｈａｎｏｌａｍｉｎ）、メチルアミン（ｍｅｔｈｙｌ
ａｍｉｎｅ）、ジメチルアミン（ｄｉｍｅｔｈｙｌａｍｉｎｅ）、エチルアミン（ｅｔｈ
ｙｌａｍｉｎｅ）、ジエチルアミン（ｄｉｅｔｈｙｌａｍｉｎｅ）、トリエチルアミン（
ｔｒｉｅｔｈｙｌａｍｉｎｅ）、シクロヘキシルアミン（ｃｙｃｌｏｈｅｘｙｌａｍｉｎ
ｅ）、テトラメチルアンモニウムヒドロキシド（Ｔｅｔｒａｍｅｔｈｙｌａｍｍｏｎｉｕ
ｍ　Ｈｙｄｒｏｘｉｄｅ、ＴＭＡＨ）、テトラエチルアンモニウムヒドロキシド（ｔｅｔ
ｒａｅｔｈｙｌａｍｍｏｎｉｕｍ　ｈｙｄｒｏｘｉｄｅ）、トリメチル－２－ヒドロキシ
エチルアンモニウムヒドロキサイド（２－ｈｙｄｒｏｘｙｅｔｈｙｌｔｒｉｍｅｔｈｙｌ
ａｍｍｏｎｉｕｍ　ｈｙｄｒｏｘｉｄｅ、コリン、Ｃｈｏｌｉｎｅ）等の有機アルカリ性
化合物が挙げられる。アルカリ金属としては、リチウム（Ｌｉ）、ナトリウム（Ｎａ）、
カリウム（Ｋ）等が挙げられる。上記無機アルカリ性化合物及び有機アルカリ性化合物は
、単独で用いてもよいし、複数組み合わせて用いてもよい。無機アルカリ性化合物と有機
アルカリ性化合物を組み合わせて用いてもよい。薄膜化処理液の媒体である水には、水道
水、工業用水、純水等を用いることができるが、特に純水を使用することが好ましい。
【００４７】
　また、レジスト層表面をより均一に薄膜化するために、薄膜化処理液に、硫酸塩、亜硫
酸塩を添加することもできる。硫酸塩又は亜硫酸塩としては、リチウム、ナトリウム又は
カリウム等のアルカリ金属硫酸塩又は亜硫酸塩、マグネシウム（Ｍｇ）、カルシウム（Ｃ
ａ）等のアルカリ土類金属硫酸塩又は亜硫酸塩が挙げられる。
【００４８】
　薄膜化処理液のアルカリ性化合物としては、これらの中でも特に、アルカリ金属炭酸塩
、アルカリ金属リン酸塩、アルカリ金属水酸化物、アルカリ金属ケイ酸塩から選ばれる無
機アルカリ性化合物；ＴＭＡＨ、コリンから選ばれる有機アルカリ性化合物を好ましく使
用することができる。これらのアルカリ性化合物は、単独で用いてもよいし、混合物とし
ても使用できる。また、アルカリ性化合物の含有量が５～２５質量％であるアルカリ水溶
液が、表面をより均一に薄膜化できるため、好適に使用できる。アルカリ性化合物の含有
量が５質量％未満では、薄膜化する処理でムラが発生しやすくなる場合がある。また、２
５質量％を超えると、アルカリ性化合物の析出が起こりやすくなる場合があり、液の経時
安定性、作業性に劣る場合がある。アルカリ性化合物の含有量は７～１７質量％がより好
ましく、８～１３質量％が更に好ましい。薄膜化処理液として使用されるアルカリ水溶液
のｐＨは１０以上とすることが好ましい。また、界面活性剤、消泡剤、溶剤等を適宜添加
することもできる。
【００４９】
　薄膜化処理液の温度は、１５～３５℃が好ましく、更に好ましくは２０～３０℃である
。温度が低すぎると、レジスト層への薄膜化処理液の浸透速度が遅くなる場合があり、所
望の厚みを薄膜化するのに長時間を要する。一方、温度が高すぎると、レジスト層への薄
膜化処理液の浸透と同時に溶解拡散が進行することにより、膜厚ムラが発生しやすくなる
場合がある。
【００５０】
　ユニット（Ｂ－１）（ミセル除去処理ユニット１２）では、処理用基板３が、ミセル除
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去処理ユニットの搬送ロール９によって搬送される。搬送されている処理用基板３に対し
て、ミセル除去液スプレー２２によってミセル除去液１０が供給され、光架橋性樹脂成分
のミセルを一挙に溶解除去される。
【００５１】
　ミセル除去液１０は、ミセル除去液貯蔵タンク１８中のミセル除去液吸込口１９からミ
セル除去液１０をミセル除去液供給用ポンプ（図示せず）で吸い込み、ミセル除去液供給
管２０を経てミセル除去液用ノズル２１からミセル除去液スプレー２２として噴射される
。ミセル除去液スプレー２２は、処理用基板３から流下した後、ミセル除去液貯蔵タンク
１８に回収される。このようにして、ミセル除去液１０はミセル除去処理ユニット１２内
を循環する。ミセル除去液ドレン管２３からは、余剰分のミセル除去液１０が排出される
。
【００５２】
　ミセル除去液１０としては、水を用いることもできるが、薄膜化処理液よりも希薄なア
ルカリ性化合物を含有するｐＨ５～１０の水溶液を用いることが好ましい。ミセル除去液
１０によって、薄膜化処理液１で不溶化されたレジスト層の成分のミセルが再分散されて
溶解除去される。ミセル除去液１０に使用される水としては、水道水、工業用水、純水等
を用いることができるが、特に純水を使用することが好ましい。ミセル除去液１０のｐＨ
が５未満の場合、レジスト層の成分が凝集し、不溶性のスラッジとなって、薄膜化後のレ
ジスト層表面に付着する場合がある。一方、ミセル除去液１０のｐＨが１０を超えた場合
、レジスト層が過度に溶解拡散し、薄膜化されるレジスト層の厚みが不均一になり、膜厚
ムラができる場合がある。また、ミセル除去液１０は、硫酸、リン酸、塩酸などを用いて
、ｐＨを調整することができる。
【００５３】
　ミセル除去処理におけるミセル除去液スプレー２２の条件（温度、スプレー圧、供給流
量）は、薄膜化処理されるレジスト層の溶解速度に合わせて適宜調整される。具体的には
、処理温度は１０～５０℃が好ましく、より好ましくは１５～３５℃である。また、スプ
レー圧は０．０１～０．５ＭＰａとするのが好ましく、より好ましくは０．１～０．３Ｍ
Ｐａである。ミセル除去液１０の供給流量は、レジスト層１ｃｍ２当たり０．０３０～１
．０Ｌ／ｍｉｎが好ましく、０．０５０～１．０Ｌ／ｍｉｎがより好ましく、０．１０～
１．０Ｌ／ｍｉｎが更に好ましい。供給流量がこの範囲であると、薄膜化後のレジスト層
表面にミセル成分を残すことなく、略均一にミセルを溶解除去しやすい。レジスト層１ｃ
ｍ２当たりの供給流量が０．０３０Ｌ／ｍｉｎ未満では、ミセルの溶解不良が起こる場合
がある。一方、供給流量が１．０Ｌ／ｍｉｎを超えると、供給のために必要なポンプ等の
部品が巨大になり、大掛かりな装置が必要となる場合がある。さらに、１．０Ｌ／ｍｉｎ
を超えた供給量では、ミセルの溶解除去に与える効果が変わらなくなることがある。スプ
レーの方向は、レジスト層表面に効率良く液流れを作るために、レジスト層表面に垂直な
方向に対して、傾いた方向から噴射するのがよい。
【００５４】
　図２に示すように、ユニット（Ａ）とユニット（Ｂ）が２組繰り返し連続して配置され
ている場合、処理用基板３は、ユニット（Ｂ－１）内の最後列の搬送ロール９を通過した
後、ユニット（Ａ－２）の投入口７からディップ槽の入口ロール対４によって、薄膜化処
理液１が入ったディップ槽２へと搬送される。ここで、ユニット（Ｂ－１）内の最後列の
搬送ロール９を通過してから、ユニット（Ａ－２）内のディップ槽２へと搬送されるまで
の間、レジスト層表面は濡れていることが好ましい。レジスト層表面が濡れた状態でディ
ップ槽２へと搬送することで、薄膜化処理液１との親和性がよくなり、液はじきや気泡の
混入が防止できる。つまり、ユニット（Ｂ－１）とユニット（Ａ－２）との間に水洗処理
ユニットと乾燥処理ユニットが存在する装置よりも、ユニット（Ｂ－１）とユニット（Ａ
－２）が直結している薄膜化装置やユニット（Ｂ－１）とユニット（Ａ－２）との間に水
洗処理ユニットのみが存在する装置の方が好ましい。
【００５５】
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　搬送ロール（ディップ槽の搬送ロール８、ディップ槽の入口ロール対４のロール、ディ
ップ槽の出口ロール対５のロール、薄膜化処理ユニット１１とミセル除去処理ユニット１
２との間の境界部の搬送ロール対６における搬送ロール、ミセル除去処理ユニットの搬送
ロール９）は、処理用基板３を搬送することができることに加え、レジスト層表面に密着
することが好ましい。搬送ロールとしては、表面に凹凸のないストレートタイプのものが
好適に用いられる。搬送ロールの種類としては、ゴムロール、スポンジロール、金属ロー
ル、樹脂ロール等が挙げられる。その中でも、優れたゴム弾性（シール性、回復性）を有
し、比重が小さく、軽量であり、低硬度から中硬度であり、レジスト層への接触による衝
撃が少なく、高濃度のアルカリ水溶液である薄膜化処理液への耐薬品性にも優れたオレフ
ィン系熱可塑性エラストマーのロールが好ましい。オレフィン系熱可塑性エラストマーと
しては、サーモラン（ＴＨＥＲＭＯＲＵＮ、登録商標）が挙げられる。ディップ槽の出口
ロール対５は、ディップ槽２における薄膜化処理液の液面維持及びレジスト層表面に被覆
された薄膜化処理液の液膜を掻き落とす液切りのために用いられる。また、境界部の搬送
ロール対６は、ミセル除去処理ユニット１２への薄膜化処理液の持ち込みと薄膜化処理ユ
ニット１１へのミセル除去液１０の逆流を抑制するために用いられる。搬送ロールの設置
位置及び本数は、処理用基板３を搬送することができれば、特に図２に示される設置位置
及び本数に限定されるものではない。
【実施例】
【００５６】
　以下実施例によって本考案を更に詳しく説明するが、本考案はこの実施例に限定される
ものではない。
【００５７】
（実施例１）
　銅張積層板（面積１７０ｍｍ×２００ｍｍ、銅箔厚１８μｍ、基材厚み０．４ｍｍ）に
サブトラクティブ法を用いて、配線幅５０μｍ、配線幅間隔５０μｍの接続パッドを有す
る回路基板を作製した。次に、真空ラミネータを用いて、厚さ３０μｍのソルダーレジス
トフィルム（太陽インキ製造（株）（ＴＡＩＹＯ　ＩＮＫ　ＭＦＧ．　ＣＯ．，　ＬＴＤ
．）製、商品名：ＰＦＲ－８００　ＡＵＳ　ＳＲ１）を上記回路基板上に真空熱圧着させ
た（ラミネート温度７５℃、吸引時間３０秒、加圧時間１０秒）。これにより絶縁性基板
表面からレジスト層表面までの膜厚が４２μｍのレジスト層を形成し、処理用基板３を得
た。
【００５８】
　導体配線の一部を接続パッドとして、その接続パッドの端部から５０μｍ以外の領域の
レジスト層を硬化させるため、露光量３００ｍＪ／ｃｍ２でフォトマスクによる密着露光
を実施した。
【００５９】
　次に、図１－ｂ及び図２に示したような、ディップ槽２を備えた薄膜化処理ユニット１
１とミセル除去液１０によってミセルを除去するミセル除去処理ユニット１２が２組繰り
返し連続して配置されたレジスト層の薄膜化装置により、レジスト層を薄膜化した。
【００６０】
　ユニット（Ａ－１）及び（Ａ－２）では、薄膜化処理液１として１０質量％のメタケイ
酸ナトリウム水溶液（液温度２５℃）を用いて、ディップ槽２における接液時間が２５秒
となるように薄膜化処理を行った。ユニット（Ｂ－２）の後に水洗処理ユニット及び乾燥
処理ユニットにおいて、十分な水洗処理（液温２５℃）と冷風乾燥を行い、レジスト層を
薄膜化した。
【００６１】
　薄膜化後のレジスト層を光学顕微鏡で観察した結果、厚さ１８μｍの接続パッドの上表
面が露出していて、隣接する接続パッド間に厚さ１２μｍのレジスト層が埋め込まれてい
た。接続パッド表面にレジスト層の残渣は見られず、露光部のレジスト層の膨潤も認めら
れなかった。
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【００６２】
（実施例２）
　図１－ｃに示したような、ディップ槽２を備えた薄膜化処理ユニット１１とミセル除去
液１０によってミセルを除去するミセル除去処理ユニット１２が３組繰り返し連続して配
置されたレジスト層の薄膜化装置を用い、ディップ槽２における接液時間を１２秒とした
以外は、実施例１と同じ方法でレジスト層を薄膜化した。
【００６３】
　薄膜化後のレジスト層を光学顕微鏡で観察した結果、厚さ１８μｍの接続パッドの上表
面が露出していて、隣接する接続パッド間に厚さ１２μｍのレジスト層が埋め込まれてい
た。接続パッド表面にレジスト層の残渣は見られず、露光部のレジスト層の膨潤も認めら
れなかった。
【００６４】
（比較例１）
　図１－ａに示したような、ディップ槽２を備えた薄膜化処理ユニット１１とミセル除去
液１０によってミセルを除去するミセル除去処理ユニット１２が１組配置されたレジスト
層の薄膜化装置を用い、ディップ槽２における接液時間を９０秒とした以外は、実施例１
と同じ方法でレジスト層を薄膜化した。
【００６５】
　薄膜化後のレジスト層を光学顕微鏡で観察した結果、厚さ１８μｍの接続パッドの上表
面が露出していて、隣接する接続パッド間に厚さ１２μｍのレジスト層が埋め込まれてい
た。接続パッド表面にレジスト層の残渣が確認され、露光部のレジスト層に一部膨潤が認
められた。
【００６６】
（比較例２）
　ディップ槽２における接液時間を２５秒とした以外は、比較例１と同じ方法でレジスト
層を薄膜化した。
【００６７】
　薄膜化後のレジスト層を光学顕微鏡で観察した結果、厚さ１８μｍの接続パッドの上表
面が露出しておらず、露光部のレジスト層と薄膜化されたレジスト層に１５μｍの段差が
できていた。露光部のレジスト層に膨潤は認められなかった。
【００６８】
　その後、再度、ディップ槽２を備えた薄膜化処理ユニット１１とミセル除去液１０によ
ってミセルを除去するミセル除去処理ユニット１２が１組配置されたレジスト層の薄膜化
装置を用い、ディップ槽２における接液時間が２５秒となるように薄膜化処理を行い、十
分な水洗処理（液温２５℃）、冷風乾燥を経て、レジスト層を薄膜化した。
【００６９】
　薄膜化後のレジスト層を光学顕微鏡で観察した結果、厚さ１８μｍの接続パッドの上表
面が露出していて、隣接する接続パッド間に厚さ１２μｍのレジスト層が埋め込まれてい
た。接続パッド表面にレジスト層の残渣は見られず、露光部のレジスト層の膨潤も認めら
れなかった。しかし、隣接する接続パッド間に埋め込まれたレジスト層において、凸部が
確認された。凸部の原因は、２回目のディップ槽における薄膜化処理において、１回目の
薄膜化処理によってできたレジスト層の露光部と薄膜化部の段差に薄膜化処理液の気泡が
混入したためと思われる。
【産業上の利用可能性】
【００７０】
　本考案のレジスト層の薄膜化装置は、フリップチップ接続用の接続パッドを備えたパッ
ケージ基板の作製において、ソルダーレジストからなるレジストパターンを形成させる用
途に適用できる。
【符号の説明】
【００７１】
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１　薄膜化処理液（ディップ槽）
２　ディップ槽
３　処理用基板
４　ディップ槽の入口ロール対
５　ディップ槽の出口ロール対
６　境界部の搬送ロール対
７　投入口
８　ディップ槽の搬送ロール
９　ミセル除去処理ユニットの搬送ロール
１０　ミセル除去液
１１　薄膜化処理ユニット
１２　ミセル除去処理ユニット
１３　薄膜化処理液貯蔵タンク
１４　薄膜化処理液吸込口
１５　薄膜化処理液供給管（ディップ槽）
１６　薄膜化処理液回収管
１７　薄膜化処理液ドレン管
１８　ミセル除去液貯蔵タンク
１９　ミセル除去液吸込口
２０　ミセル除去液供給管
２１　ミセル除去液用ノズル
２２　ミセル除去液スプレー
２３　ミセル除去液ドレン管
１０１　回路基板
１０２　レジスト層
１０３　接続パッド
１０４　絶縁層
１０７　導体配線
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